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Netz Thyristor

Phase Control Thyristor T 1401 N 38 . 42 TOH N %

Features:

Volle Sperrféhigkeit bei 120° mit 50 Hz Full blocking capability at 120°C with 50 Hz

Hohe StoRstrome und niedriger Warme- High surge currents and low thermal resistance
widererstande durch NTV-Verbindung by using low temperature-connection NTV between
zwischen Silizium und Mo-Tragerscheibe. silicon wafer and molybdenum.

Elektroaktive Passivierung durch a - C:H Electroactive passivation by a- C:H

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und Riickwarts-Spitzensperrspannung 6= 0 ... tyimax VorMm, VRRM 4200 | vV
repetitive peak forward off-state and reverse voltage 4000 | V

3800 |V
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert lTRMSM 3450 | A
RMS forward current
Dauergrenzstrom tc = 85°C, f=50Hz Iravm 1600 | A
mean forward current tc = 60°C, f = 50Hz 2190 [ A
StoR3strom-Grenzwert 6= 25°C, tp = 10ms lrsm 36 | KA
surge forward current 1 = timas tp = 10ms 32 | kA
Grenzlastintegral 1= 25°C, t, = 10ms I’t 6,5.10° | A%s
I’t-value 8= tmax tp = 10Ms 5,1.10° | A’s
Kritische Stromsteilheit DIN [EC 747-6 _ (di/dt)q 300 | Alus
critical rate of rise of on-state current f=50Hz, vp = 0,67 Vorm, iov = 3A,

dic/dt = 6A/us

Kritische Spannungssteilheit £ = timaq Vo = 0,67 Voru (dv/dt), 2000 | Vius
critical rate of rise of off-state current 5. Kennbuchstabe / 5 th letter H

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchla3spannung _ typ. max.

on-state voltage b = by max, 1= 2KA vr 1,7 1,95 \Y
typ. max.

Schleusenspannung / threshold voltage by = by max V(ro) 11 1,29 \%

Ersatzwiderstand / slope resistance rr 0,3 0,33 mw
typ. max.

DurchlaRrechenkennlinie £ = b max A —0,0105 —0,0266

on - state characteristics for calculation B 0,000182 0,00025

= A+Bx. +CAAnlic +1) +D x i C 0,13062 0,1662
Vi =A 1*C (T ) X‘/: D 0,008028 0,005006

Zindstrom ty = 25°C, vo = 6V loT 350 | mA
gate trigger current

Zindspannung tj=25°C, vp = 6V Vor 25|V
gate trigger voltage

Nicht ziindender Steuerstrom 1 = tymax, Vo = 6V lep 20| mA
gate non-trigger current 1 = timaq Vo = 0,5%orM 10| mA
nicht ziindende Steuerspannung tj=25°C, vp = 0,5 Voru Vep 04|V

gate non-trigger voltage
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Haltestrom tj=25°C, vp = 12V, Ra = 4,7W In 350 | mA
holding current
Einraststrom tj=25°C, vo = 12V, Rk * 10W I 31A
latching current iom = 3A, dic/dt= 6 A/lps, tg = 20us
Vorwarts- und Riickwarts-Sperrstrom £ = tjmax ip, ir 200 | mA
forward off-state and reverse currents Vo = Vorm, VR = VRam
Zundverzugszeit DIN [EC 747-6 tgd 2,5 us
gate controlled delay time ty=25°C,

iom = 3A, dic/dt = 6A/us
Freiwerdezeit b = by max, i = fravm tq typ. 350 | s
circuit commutated turn-off time Vem = 100V, vom = 0,67 Vorw

dvp/dt = 20V/ps, -dir/dt = 10A/us

4. Kennbuchstabe / 4 th letter O
Sperrverzégerungsladung £ = tyjmax Q: 7| mAs
recovered charge It = 2000A, di/dt = 10A/ps

VR =0,5VrrM, Vrm = 0,8 VRrrM
Rickstromspitze £ = b max Irm 220 A

peak reverse recovery current

v = 2000A, di/dt = 10 Alus
Vg =0,5¥rrM , VrM = 0,8¥VrrM

PM BIP 2000-03-27 / Keller

Release 1

Seite/page 2




Technische Information / Technical Information ey |:| 2C

Eﬁzlzszgcr)ir?ttroorlThyristor T 1401 N 3842 TOH N %

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Warmewiderstand beidseitig / two-sided, sin 180° Rinsc 0,0096 | KIW
thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided , DC 0,09 | KIW
Ubergangs-Warmewiderstand beidseitig / two-sided Rinch 0,003 | KIW

thermal resistance, case to heatsink

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur tj max 125( °C
max. junction temperature

Betriebstemperatur te op 0..4125| °C
operating temperature

Lagertemperatur tag -40..+150 | °C
storage tem peratu re

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehéause, siehe Anlage Seite 4
case, see appendix

Si - Element mit Druckkontakt, Amplifying gate Silizium Tablette 75TN42

Si - pellet with pressure contact, amplifying gate silicon wafer

Anprekraft F 36...52 | kN
clampig force

Gewicht G typ. 1700 | g
weight

Kriechstrecke 33| mm

surface creepage distance

Feuchteklasse DIN 40040 c
humidity classification

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s
vibration resistance

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbidung mit den zugehérigen technischen Erlauterungen.
This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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Eﬁzlzszgcr)ir?ttroc:ﬁhyristor T 1401 N 3842 TOH N %
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DurchlaBBkennlinien it=f (vr)
Limiting and typical on-state characteristic

% t,;=125°C
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Transienterr innerer Warmewiderstand
Transient thermal impedance Z, 5c =1 (1)

beidseitige Kiuhlung / anodenseitige Kihlung / kathodenseitige Kiuihlung /
double sided cooling anode sided cooling cathod sided cooling
n Rinn [K/W] tn [S] Rinn [K/W] tn [S] Rinn [K/W] tn[s]
1 0,00223 2 0,01023 9,2 0,01273 11,4
2 0,0027 0,44 0,0027 0,44 0,0027 0,44
3 0,0028 0,11 0,0028 0,11 0,0028 0,11
4 0,008 0.015 0,008 0.015 0,008 0.015
5 0,00047 0,0041 0,00047 0,0041 0,00047 0,0041
S 0,009 0,017 0,0195
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Sperrverzégerungsladung / recoverd charge
Q,r = f (di/dt)

tvj = 125°C, ltm = ZOOOA, VR = O,5>\/RR|\/|, VR = O,8>\/RRM
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Ruckstromspitze / reverse recovery current

e = f (di/dt)

tVJ = 125°C, ltm = ZOOOA, VR = 0,5>\/RRM, VR = 0,8>\/RRM
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